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4.1 Conduction des semiconducteurs intrinséques
4.2 Conduction des semiconducteurs extrinseques

4.3 Variation de la conductivité des
semiconducteurs avec la température

4.4 Jonction p-n

4.5 Utilisations des matériaux semiconducteurs
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4.1 Conduction des semiconducteurs intrinséques
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4.1 Conduction des semiconducteurs intrinséques
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4.2 Conduction des semiconducteurs extrinseques
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4.2 Conduction des semiconducteurs extrinséques

de type n

Semiconductor w, [eV]
de bazi P A [ s
Ge 0.012 [ 0.0127 [ 0.0096
Si 0.044 | 0020 | 0030
Banda ds conductie
L o
e | & & & &
" nivelri
1| vl donoere |,

T 2
NewGnTn
Oen = ——1—
mh
—w; /(2kT) v —wn /(KT
O R

—w, /(2KT)

Oen = Cene

Science des matériaux de I'slectrotechniqus, FILS, 1231 F

Conduction electrique des semiconducteurs

" JEE
4.2 Conduction des semiconducteurs extrinséques
de type p
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4.3 Variation de la conductivité des
semiconducteurs avec la température
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4.3 Variation de la conductivité des
semiconducteurs avec la température
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4.4 Jonction p-n
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4.4 Jonction p-n
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4.5 Utilisations des matériaux semiconducteurs
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Silicium (Si)
= cristallise en réseau de Caractéristique Si
type diamant — -
Permittivité relative "
Résistivité intrinséque a 300 K [Qm] (2,5-3)
103
Largeur de la bande interdite de Fermi 1,105
a 300K [eV]
] utilis_atio_ns_: Mobilité des électrons a 300 K [m2/(Vs)] 0,145
circuits intégrés
diodes
thyristors Mobilité des trous a 300 K [m%/(Vs)] 0,048
transistors

batteries solaires
traducteurs Hall
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Germanium (Ge)

. . . Caractéristique Ge
u cristallise en réseau de
type diamant Permittivité relative 16
Résistivité intrinséque a 300 K [Qm] 0,47
Largeur de la bande interdite de Fermi 0,665
a 300K [eV]
n utilisations: Mobilité des électrons a 300 K [m2/(Vs)] 0,39
diodes tunnel
transistors - Mobilité des trous a 300 K [m2/(Vs)] 0,19
détecteurs de radiations
traducteurs Hall

thermometres pour
basses températures
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Sélénium (Se)

L] présente une grande variété d’états allotropiques:
vitreux, amorphe, cristallin.
[] utilisations: photo-élements, redresseurs etc.

Carbure de silicium (SiC)

L] présente une grande variété de poli-types cristallins. N
L] utilisations: varistors si dispositifs de grande puissance,
résistants aux radiations, qui travaillent aux fréquences 4H-8iC 3
et températures élevées. 3C-5iC
osi °
=C

difference in
Tayer siructure
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Composes semiconducteurs Al - BV

= ZnS, ZnSe, ZnTe, CdS, CdSe, CdTe

[ ] utilisations: photo-resistances, traducteurs Hall, traducteurs de pression
etc.

Composes semiconducteurs A" - BY

L InSb, InAs, InP, GaSb, GaAs, AISb
n utilisations : diode tunnel, transistors, dispositifs optoélectroniques etc.
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